
m U N I T R R 
CEMI 

Układ konwertera CMOS na TTL lub DTL o obciążalności 
dwóch wejść TTL. Napięcia wejściowe mogą przekraczać 
wartość Ur,n. 

M C Y 7 4 0 4 9 N 
MCY 64049N 
Sześciokrotny inwertar 
mocy 

SSI CMOS 
Bramka aluminiowa 

Obudowa CE 71 

Układ wyprowadzeń 

Parametry dopuszczalne 
/ 0 S S = 0 7 / 

fci M -fti re fyi fvi Fpi m 

3 
k p L<jJ 1<}J 

< h K h r<h 

"TUJ LśJ UlI LśJ LśJ LLl tżJ LaJ~ 
UDD USS 

74049 

Oznaczenie Nazwa Jedn. 
Wartość 

Oznaczenie Nazwa Jedn. 
min max 

UDD Hapięcie zasi lania V -0,5 +20 

Napięcie wejściowe V -0 ,5 + 0,5 

Prąd wejściowy mA -10 +10 

P D Moc rozpraszana mW 500 

fcantb Temperatura otoczenia w czasie 
pracy 

MCT 74 . . . .N °C -40 + 8 5 

MCY 64. . . .N ° c 0 + 7 0 

t s t g Temperatura przechowywania ° c - 5 5 + 1 2 5 

46 



Parametry charakterystyczne statyczne 

Wartość Whrunkl poslaru 
Os»a-
csenis H®SW«S Jedn* *aab aln 2? °0 *aab MMC "o 

aln aaz •In typ aaz •In MX W W M 
Prąd' Eaellaała 
w stasia npoołjmku 

M* 
1 
2 
A 

20 

0,02 
0,02 
0,02 
0,04 

1 
2 

20 

30 
60 

120 
600 

0(5 
0?10 
0(15 
Oj 2.0 

5 
10 
15 
20 

UIH Hapięeie wajśisitssrg 
« etanie wysoki* ¥ 

4 
e 

12,9 

A 
8 

12,5 

4 
5 

12.5 

0.5 
1 — 
1.5 

5 
10 
15 

Vaplfcle wejściowa 
w etanie siekł* 

1 
2 
2,5 

1 
2 
2,5 

1 
2 
2,5 

4,5 
9 

13,5 
Prąd wejściowy pA t0,1 +0,1 +1 0;18 18 

n0H ®apięei« wyjściowe 
w stanie wysokla 

T T»db-0,05 0to-0,05 Bra-0,05 0'UDD 5(10(15 

C0L Ifapięole wyjściowe 
w etanie niskin 

T 0,05 0 0,05 0,05 5(10(15 

I0H Prąd wyjScIowy w 
stanie wysokia 

aA 
-1 
-4.0 

-0,8 
-3,2 

-1,6 
-6j4 

-0,6 
-2,3 

0̂ 5 
0(5 

4,6 
2.5 

5 
5 

-2,2 -1,8 -3,6 -1.3 0J10 9,5 10 
-6,6 -6 -12,0 -4,4 0(15 13,5 15 

*0L Rpąd wyjSoIowy w 
stadle nlsklw 

mA 
3.3 
4 

2.6 
3,2 

5.2 
6,* 

1,8 
2.4 

0*5 
0(5 

0,4 
0,4 

4,5 
5 ' 

/ 
10 8 16 5,6 0(10 0,5 10 

/ 26 2* 48 18 0(15 1,5 15 

*afflb .la " -*0 0 6 ł-
*aab max - +8> c dl<* 

0"S dla KOT 74. 
70°C dla KCY.74. 

Parametry charakterystyczne dynamiczne 
/t b - +25°C, t r = t f » 20 na, CL = 5 pF, RL - 200 k & / 

Oznaczenie Nazwa Jedn. 
Wartość 

typ WSBX 
Warunki 
pomiaru 

d t W 

'PLH 

'PHL 

Csas propagacji zmiany 
stanu 3 niskiego na wy-
soki 

DB 

60 
32 
45 
25 
4-5 

120 
65 
90 
50 
90 

5 
10 
10 
15 
15 

5 
10 
5 

15 
5 

Czas propagacji zmiany 
stanu z wysokiego na 
n isk i 

ns 

32 
20 
19 
15 
10 

65 
40 
30 
30 
20 

5 
10 
10 
15 
15 

5 
10 
5 

15 
5 
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od. t ab l . 

Oeaauaenie Nazwa Jedn* Wartość Warunki Oeaauaenie Nazwa Jedn* 
typ max POBj 

W 

tara 
UBB M 

tTLH CZ&B narastania zbocza 
sygnału wyjściowego ns 

80 
40 
30 

160 
80 
60 

5 
10 
15 

5 
10 
15 

tTHL Cms opadania zbocza 
sygnału wyjściowego ns 

30 
20 
15 

60 
40 
30 

5 
10 
15 

5 
10 
15 

C I Pojemność wejściowa PP 15 22,5 
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